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摘 要

本研究以四異丙醇基鈦(titanium isopropoxide, TTIP)為先驅物，以溶膠-凝膠法(sol-gel)合成含奈米TiO2晶粒之鍍膜液，以旋

轉塗佈法將其塗佈於ITO導電基板上，經由適當燒結處理，製備延伸式閘極離子感測膜。利用恆壓恆流讀出電路(CVCC)，

設定VDS及VG，使做為感測元件的場效電晶體CD4007能工作於線性區，能其所量測出之閘極電位對應於不同之pH值。

研究發現TiO2感測薄膜的晶相與表面結構與其感測特性相關。燒結製程時，通入氧氣對於二氧化鈦薄膜有修補作用，回火

時通入不同比率O2/Ar氣體時，發現高濃度氧氣可提升感測靈敏度(?A/pH)，最高可達72.67?A/pH。另外、本研究中也探

討了退火前預熱、退火溫度與時間等製程參數對於TiO2膜結晶狀態與感度之影響。

關鍵詞 : 溶膠-凝膠法、延伸式閘極場效感測器、奈米二氧化鈦
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